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SiC面実装でここまでできる？
3kW電源の設計事例を紹介
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本日のアジェンダ

リファレンスデザインとは

リファレンスデザインセンター活用方法の紹介

面実装SiC MOSFET搭載サーバー・テレコム用
3kW電源 開発秘話

当社最新製品の紹介
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リファレンスデザインセンター
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面実装SiC MOSFET搭載
サーバー・テレコム用3kW電源 開発秘話
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本日のまとめ

・リファレンスデザイン及びその活用方法のご紹介
回路設計・検討をサポートするコンテンツを当社Webページにて公開中

・面実装SiC搭載3kW電源 開発秘話
サーバー電源は高電力密度化がトレンド、面実装パワー素子採用によるメリットデメリット

熱シミュレーション活用による電源開発の利便性

・当社最新製品のご紹介
第三世代SiC MOSFETの特長：良好な容量特性、高Vth、低いRDS(ON)温度依存性

デジタルアイソレーターの特長：安定した高速通信を支える技術、低消費電流設計技術を採用
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2025年、東芝グループは創業150周年を迎えました。

技術で世の中の役に立ちたい、という創業からの変わらない想いとともに、

この先も、世界がよりよい場所になるよう、私たちは挑戦を続けていきます。

※ ANSYS®、Icepak®は、ANSYS, Inc.又はその子会社の米国及びその他の国における登録商標あるいは商標です。
※その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
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